
宇宙放射線に強い半導体
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強い宇宙放射線の月面でも1000年以上安定に動作する半導体デバイスを実現します

宇宙では、半導体デバイスは地上よりも強い放射線にさらされ、性能劣化や故障が課題となります。高い放射線耐性を持つAlN半
導体により、過酷な宇宙環境でも長期間安定して動作する電源・通信システムの実現をめざし、宇宙開発に貢献します。
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宇宙・防衛

AlN半導体の優れた放射線耐性により、宇宙空間や原子力・核融合関連施設などの高放射線環境でも、高い信頼性を維持でき
る電源・通信システムの実現に貢献します。

適用ビジネス/ユースケース

技術ポイント

・世界最高品質のAlN結晶を実現する独自の結晶成長技術
・AlNの優れた物性を電子デバイスとして引き出す最先端デバイス作製
技術

・AlNはNTTが世界に先駆けて半導体化に成功した次世代材料であり独
自のデバイス作製技術を保有
・従来の半導体材料よりもAlNは高い放射線耐性を備えていることを世
界で初めて実証
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